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Abstract
ZnO single crystals were grown by oxidizing ZnSe in the vapor phase. Almost all the
crystals obtained were hexagonal hollow prisms which were practically classified into the
needle-type hollow crystals and the hopper-type hollow crystals. Growth of the hoppers
may be explained by a mechanism defined as "multiple grafting" which accounts for
various appearances and characteristic features of the hoppers. On the other hand, the
prismatic walls of the hollow needles may be caused by the growth of the clusters of
fine whiskers parallel to the c direction and filling up the space between them.
1.緒論
Ⅱ-Ⅵ化合物でwurtzite型構造をもつZnS, CdS, ZnO等のhollow crystalに関しては,
それらのmorphologyl-4),成長機構5-7)成長に対する不純物の影響8-14)について数多くの
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ZnSeから生じるZnO hollow crystalの成長機構 13
上述したような成長条件で実験を行なったときはパイプPの出口近くに(その領域の温度は






3. ZnO hollow crystalのmorphology
上述したような方法によって作られたZnO結晶のmorphologyは,大まかに次のような二
つに分類できる,二















































第9図(a)はenclose Lた側壁をもつhopper-type hollow crystalのtop surfaceを,図(b)




































































































(a) (b) (c) (d)
第16囲(a) : needle-typeのprism面目こ見られるC軸に平行なstriation, (b) : prism面の内壁
























増し, BC間では-様な太さであるが, whisker cluster modelで説明できるのはBC部分の
成長についてであって, AB部分の成長については何も言うことができない｡
6. hollow crystalのtop surfaceの埋め方











以上述べたことは, spiral状に巻き込んだ側壁をもつhopper-type hollow crystalのcavity
のtopが埋められる過程であるがenclose Lたhollow crystalについても同じように側壁の
内壁上に分子がdeposit L (第9匪](a)), top surfaceは薄い板でふたをされたようになり,内
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(d) (e) (f)
第17図hopper-type hollow crystalのtop surfaceの埋められる過程, (a) ; spiral状に巻き込
んだ側壁をもつ結晶のtop surfaceで, gapがない側の内壁に多く分子がdesposit Lている
(b) : spiral状に巻き込んだ中心部にわずかな穴が見られる, (c) : gapの接合,





をもつhollow crystalの成長がうまく説明されneedle-type hollow crystalの側壁の特徴も
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